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Необходимо выделять ресурсы на расширение потенциала и уделять 

внимание совершенствованию управления ВИЭ. Субсидии, тарифы и 

другие инструменты стимулирования, возможно, следует пересмотреть, 

чтобы охватить большее число инвесторов и проектов, а также обеспечить 

более благоприятную структуру для новых «зеленых» проектов ВИЭ. 
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В последнее время интенсивно изучается использование 

полупроводниковых материалов с наноструктурами в фотоэнергетике, 

однако до настоящего времени в этих областях исследования заметных 

успехов еще не достигнуто. Это в основном связано, с одной стороны с 

достаточно сложной технологией формирования наноструктур на 

поверхности кремния, требующей дорогостоящего оборудования. Во-

вторых, при этом используются в основном полупроводниковые 

соединения типа A
III

B
V
. Поэтому можно предполагать, что даже при 

достаточно успешном получении таких материалов задача 

широкомасштабного использования их в фотоэнергетике до настоящего 

времени остается не решенной задачей из-за дорогой себе стоимостью этих 

материалов. 
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В третьих-получаемые материалы должны быть на основе кремния, 

которые являются не только основным материалом электроники, но и 

имеет отработанную технологию получения монокристаллических пластин 

с большим размером и воспроизводимыми параметрами [1]. 

В эксперименте в качестве исходного материала был использован 

монокристаллический кремний марки КДБ-10, где концентрация 

исходного бора составляла порядка NB ~2·10
15

 см
-3
. Для диффузии был 

использован порошок, полученный путем измельчения кристалла фосфида 

галлия. После необходимых механических обработок и химической 

очистки образцов кремния, проводилась диффузия из газовой фазы 

порошка фосфида галлия при T=1250 °C в течении t=2 часа. При этом 

одновременно диффундировался фосфор из нанесенного слоя 

фосфорнокислого аммония на воздухе при T=1250°C в течении t=2 часа. 

Результаты исследования оптических свойств полученных образцов 

кремния легированного примесными атомами фосфора и галлия показали, 

что спектральная чувствительность этих образцов расширяется в сторону 

меньших длин волн. 

Полученные результаты позволяют предполагать, что такое 

существенные отличия тока короткого замыкания связаны с 

формированием бинарных элементарных ячеек типа Si2GaP, в результате 

которой образуется новая бинарная элементарная ячейка в 

кристаллической структуры кремния [2]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что атомы фосфора 

и галлия образуют бинарные комплексы при поверхностной области 

кремния.  

Анализ результатов исследования показал, что формирования таких 

бинарных элементарных ячеек приводит к изменению величины ширины 

запрещенной зоны исходного кремния с образованием бинарных 

нанокомплексов типа  (рис.2). 

 

Рис.2. Электронейтральные бинарные соединения Si2 Ga
-
P

+
 в решетки 

кремния. 
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Таким образом, можно утверждать, что формирование бинарных 

комплексов примесных атомов элементов III и V групп галлия и фосфора в 

решетке кремния [3], с одной стороны решает очень важное оригинальное 

и инновационное технологические задачи для получения объемно 

наноструктурированных материалов на основе кремния с управляемыми и 

воспроизводимыми параметрами. 
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VI ГРУПП 
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Аннотация. Установлено, что выбирая подходящие пары элементов III и 

V, а также элементов II и VI групп можно формировать бинарные 

элементарные ячейки с заданным составом, структурой и концентрацией, 

позволяющих управлять основными фундаментальными параметрами 

кремния, что позволяет получить принципиально новый класс 

полупроводникового материала на основе кремния. 

Ключевые слова: Кремний, бинарные ячейки, нановаризонная структура, 

низкотемпературная диффузионная технология, спектральная 

чувствительность. 

Одним из перспективных методов создания и получения объемно-

наноструктированных полупроводников является формирование новых 
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